

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 102353020 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：68	、訪客IP：34.203.9.48


  	姓名	
      	  何建鋒(Jian-Fong He)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	機械工程學系在職專班
	論文名稱	
      	  半導體黃光製程中六甲基二矽氮烷 之數量對顯影後圖型之影響
      	   
	相關論文		★ 塑膠機殼內部表面處理對電磁波干擾防護研究	★ 研磨頭氣壓分配在化學機械研磨晶圓膜厚移除製程上之影響
	★ 利用光導效應改善非接觸式電容位移感測器測厚儀之研究	★ 石墨材料時變劣化微結構分析
	★ 可程式控制器機構設計之流程研究	★ 伺服沖床運動曲線與金屬板材成型關聯性分析
	★ 鋁合金7003與630不銹鋼異質金屬雷射銲接研究	★ 應用銲針尺寸與線徑之推算進行銲線製程第二銲點參數優化與統一之研究
	★ 複合式類神經網路預測貨櫃船主機油耗	★ 熱力微照射製作絕緣層矽晶材料之研究
	★ 微波活化對被植入於矽中之氫離子之研究	★ 矽/石英晶圓鍵合之研究
	★ 奈米尺度薄膜轉移技術	★ 光能切離矽薄膜之研究
	★ 氮矽基鍵合之研究	★ 以氫離子擴散機制製作單晶矽薄膜在石英上之研究



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ]至系統瀏覽論文 ( 永不開放)  
      
	摘要(中)	摘要

本篇論文主要研究探討半導體黃光製程的HMDS(六甲基二矽氮烷, Hexamethyldisilazane)在其製程中之應用。半導體黃光製程包括上底材(Priming)，也就是HMDS(六甲基矽氮烷, Hexamethyldisilazane)、光阻塗佈(Resist Coating)、曝光(Exposure)、顯影(Develop)、烘烤(Baking)、量測(Measure)。

上述之黃光製程，每個步驟對最後要量測的值，都會因為當時的設定參數有所不同，而有不一樣的結果。而參數設定的最佳化，必須依照產品當時所需要的規格，來實驗做參數比較。

本論文以探討HMDS(六甲基矽氮烷, Hexamethyldisilazane)的動機點是來自於客戶端產品的圖型量測值缺陷，而其缺陷情形為晶圓曝光顯影後之圖型倒塌。為了找出其圖型倒塌原因，將以最有可能發生原因的六甲基矽氮烷來做研究及實驗，以證明及改善製程不良。


	摘要(英)	Abstract

The application of HMDS (Hexamethyldisilazane) in semiconductor lithography process is mainly explain in this report. In semiconductor Lithography process, it includes Priming, HMDS (Hexamethyldisilazane), Resist Coating, Exposure, Develop, Baking and Measurement.



For semiconductor Lithography process, the value of the final measurement will very base on the parameter settings that were enter for each process.

The optimization of parameter settings come from multiple experiments and compare results with each other.  For experiment’s parameter settings, it is based on the required specifications depend on each product.



The motivation of studying HMDS (Hexamethyldisilazane) comes from the defect of pattern from the product of customer.  The reason of defect for pattern is because of the pattern of wafer exposure.



In order to discover the reason of failure, this report will focus on the research of Hexamethylsilazane for improvement of process.
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